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Fig.1

(57) Abstract : Device for inspecting
defects in  semiconductor wafers,
comprising a member for detecting
surface defects using variations in the
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slope of a surface of the wafer, a
member for detecting surface defects
using variations in the light intensity
reflected by a surface of the wafer, at a
plurality of points, a member for
detecting light intensity scattered by the
surface of the wafer, a light source, and
a detecting and classifying mechanism
connected upstream of said detecting
members.

(57) Abrégé : Dispositif d'inspection
(1 ) de défauts de plaquettes
semiconductrices ( 11 ), comprenant un
organe de détection de défauts de
surface & partir des variations de la

pente dune surface de la plaquette, un
organe de détection de défauts de
surface a partir des variations de
l'intensité lumineuse réfléchie par une
surface de la plaquette, en une pluralité
de points, un organe de détection de
l'intensité lumineuse diffusée par la
surface de la plaquette, une source

lumineuse ( 9 ), et un mécanisme de détection et de classification monté en aval desdits organes de détection.



